T508N A E G CORP al DEJJO02942k, 000L185 b I
T509 N '

Typenreihe/Type range TS508N - 400* 600 800 1000 1100 1200 1400 1600 1800*
T509N

Elektrische Eigenschaften Electrical properties

Hochstzuldssige Werte Maximum permissible values

Upnrw, Urrm Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 400...1800 V

Riickwarts-Spitzensperrspannung and reverse voltages

Irrmusm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 800 A

lravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 509 A

hbam Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 4800 A

trsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,ty< 45°C 8000 A
t=10ms,ty=125°C 6900 A

[idt Grenzlastintegral [iBdt-value t=10ms,ty< 45°C 320 kA%
t=10ms,t;=125°C 238  kAZs

(di/dt),;  Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repstitive 600  Alus
Dauerbetrieb/continuous operation, iy = 1600 A 120 Alps

Steuergenerator/pulse generator:
uL=10V,ig =1A,dig/dt=1A/us

(du/dt),, Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage up = 67% Uppm
5. Kennbuchstabe/Sthietter € 400  V/ps
5. Kennbuchstabe/5thletter  F 1000  V/us
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage tj= 25°C,lr=1600A 1,92 V
Uro) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C 08 V
T Ersatzwiderstand slope resistance t;=125°C 0,6 mQ
Uet Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage tj= 25°C,up=6V,Ra=5Q 2 \
let Oberer Ziindstrom max. gate trigger current tj= 25°C,up=6V,Ra=5Q 200 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current ty=125°C,up=6V,Ra=5Q 10 mA
| Oberer Haltestrom max. holding current tj= 25°C,up=6V,Ra=5Q 300 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current ty= 25°C,up=6V,Rek=10Q 1,2 A

Steuergenerator/pulse generator:
ic=1A,dig/dt =1A/ps, {3 =20ps

Ip, in Oberer Vorwiérts- und Rickwarts- max. forward off-state and t, = 125°C, up = Upnam (Ur = Unrm) 50 mA
Sperrstrom reverse currents
tga Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steusrgenerator/pulse generator: 4 us
ie=1A, dig/dt=2A/us
tq Typische Freiwerdezeit typicalturn-offtime Priifbedingungen Seite/test conditions page 21 250 us
Caun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty=25°C,f=10kHz 4 oF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case
Rinsc flir beidseitige Kiihlung fortwo-sided cooling O =180, sinus < 0,053°C/W
DC =< 0,05 °C/W
Rinacia) fiir anodenseitige Kiihiung for anode-sided cooling © =180°%l, sinus = 0,088°C/W
DC < 0,085°C/W
Rinscio fiir kathodenseitige Kithlung for cathode-sided cooling © = 180°|, sinus =< 0,123°C/W
DC = 0,12 °C/W
Rinck Wirmewiderstand fiir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehéuse resistance,
und Kiihlkdrper case to heatsink 0,03 °C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
l.agertemperatur storage temperature —40°C...+140°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight T508 N/T509 N 100 g/270 g
F AnpreBkraft clamping force 55...8 kN
MaBbild outline T508 N/T509 N Seite/page 235
Kriechstrecke creepage distance T508 N/T509 N 17 mm/28 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schiittelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81m/s?
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* Fur groBere Stiickzahlen bitte Liefertermin erfragen/Delivery for larger quantities on request



A E G CORP

2000

I+ [A)

1500

]

/)

.

N\

13
¥ G0INT

20 25

uy [V] —_—

Bild/Fig. 1
DurchlaBkennlinien/On-state characteristics
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Bild/Fig. 3
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Héchstzuldssige Gehausetemperatur t; bei beidseltiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature t; at two-sided cooling
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Bild/Fig. 5

Héchstzuléissige Kiihimitteltemperatur t, bel beidseitiger Luftselbstkiihlung,
Kiihikdrper K0,36S.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural two-sided cooling,
heatsink type K0.36S.
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Bild/Fig. 2
DurchlaBverlustieistung Pr/On-state power loss Pr
Parameter: StromfluBwinkel 6/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 4
Héchstzuldssige Gehausetemperatur i bei anodenseitiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature t; at anode sided cooling
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Bild/Fig. 6

Hdchstzuldssige Kiihimitteltemperatur t, bei verstiirkter beidseitiger Luftkiihiung,
Kiihlkérper KO,12F, V. = 50 1/s.

Maximum allowable cooling medium temperature 1, at forced two-sided cooling,
heatsink type K0.12F, V_ = 501/s.
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Bild/Fig. 7
Transienter innerer Warmewiderstand Zgnuc
Transient thermal impedance, junction to case, Zgnc
————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 9
Héchstzulissige Gehdusetemperatur t; bei beldseitiger Kiihiung
Maximum allowable case temperature t at two-sided cooling
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Bild/Fig. 11
Héchstzuldissige Kithimitteltemperatur t, bel beidseitiger Luftselbstkihiung,
Kiihikdrper K0,36 .
Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural two-sided cooling,
heatsink type K0.36S.
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Bild/Fig. 8

DurchiaBverlustieistung P/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinke! ®/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 10
Hachstzulassige Gehdusetemperatur tg bei anodenseitiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature t; at anode sided cooling
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Bild/Fig. 12

Hochstzulassige Kithimitteltemperatur t, bei verstérkter beidseitiger Luftkiihlung,
Kiihlkérper K0,12F, V = 501/s.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at forced two-sided cooling,
heatsink type K0.12F, V_ = 501/s.
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Bild/Fig. 14

Oberstrom kyoy, bei beidssitiger Luftselbstkiihiung, t, = 45°C,
Kiihlk&rper K0,36 S.

Overload on-state current kyoy, at natural two-sided cooling, t, = 45°C,
heatsink type K0.36 S.

Parameter: Voriaststrom/pre-load current havio

* 1500 NI bs Iraviok ﬂl_lu_l/i'—"/lju :“ (]
e ST 1/
[+]
1000 \\ \ Lol 1/ /
el \\ ) N \\ / (/ / ,/
N N [ A A/
\\\ N / ///
NN N by y 7V,
SO0 Iy :: §\:::: {H ! /,/
TR Py MR 1 -;_s:—
NS | BT
~HE . 2
, LLd 1]
O! 02 04061 2 & 61 20 %0 100 ¥7 £00 000 1500
Taexs DR[%] —e by [A] —o
Bild/Fig. 16

Hochstzuldssiger DurchiaBstrom by bei Aussetzbetrieb und beidseitiger
Luftselbstkiihiung, t, = 45°C, Kihikdrper K0,36 S.
Limiting on-state current ke during intermittent operation at natural two-sided
cooling, t, = 45°C, heatsink type K0.36S.
Parameter: Spieldauer/cycle duration SD

Vorlaststrom/pre-load current v
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Bild/Fig. 13

Transienter innerer Wérmewiderstand Zpnyc

Transient thermal impedance, junction to case, Zgc
----- anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 15

Oberstrom kyoy, bel verstirkter beldseftiger Luftkiihlung, t, = 35°C,
Kiihikorper K0,12F, V.= 50 I/s.

Overtoad on-state current kv, at forced two-sided cooling, t, = 35°C,
heatsink type K0.12F, V. = 501/s.

Parameter: Vorlaststrom/pre-load current by
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Bild/Fig. 17

Hochstzuléssiger DurchiaBstrom by bei Aussetzbetrieb und verstiirkter
beldssitiger Luftk{ihlung, t, = 35°C, Kilhikdrper K0,12F,V, = 50 I/s,

Limiting on-state current ey during intermittent operation at forced two-sided
cooling, t, = 35°C, heatsink type K0.12F, V, = 50 |/s.

Parameter: Spieldauer/cycle duration SD

Vorlaststrom/pre-load curreni
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Bild/Fig. 19
Ziindbereich und Spitzensteuerlelstung bei up = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation atup =6 V.
Parameter: a b ¢ d
Steusrimpulsdauer/Pulse duration g {ms] 10 1 05 0,1
Héchstzulassige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power w] 40 80 100 150
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Bild/Fig. 18

Grenzstrom lyovu bei beidssitiger Kihiung, Kiihlkérper K0,36 S und K0,12F,

tUau = 0,8 Unnm.

Limiting overload on-state current iy at two-sided cooling,

heatsink type K0.36 S and K0.12F, uay = 0.8 Unpu.

a — Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions

b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom Leavn/
current surge oceurs during operation at limiting mean on-state current
rating lyam
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Bild/Fig. 20

Ziindverzug ty beiipy = 100 A, ty; = 25°C.

Gate controlled delay time tyg at i = 100 A, 44 = 25°C.

a — &uBerster Verlauf/limiting characteristic -
b — typischer Verlauf/typical characteristic

Bild/Fig. 21

Nachlaufladung Qg in Abhéngigkeit von der abkommutierenden Stromsteilheit
-di/dt bel t,; = 125°C.

Der angegebene Veriauf wird von 90% aller Thyristoren nicht Gberschritten.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current

-di/dt att; = 125°C.

These curves are valid for 90% of all thyristors.
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